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7UL46L&70 ����9 6LOLFRQ &DUELGH 3RZHU 026)(7 *�� （ N Channel Enhancement ）

)HDWXUHV
 High speed switching
 Very low switching losses
 Fully controllable dv/dt
 High blocking voltage with low on-resistance
 Fast intrinsic diode with low reverse recovery (Qrr)
 Temperature independent turnowf switching losses
 Halogen free, RoHS compliant

%HQHILWV
 Cooling e@owt reduction
 E@ociency improvement
 Reduced cooling requirements
 Increased power density
 Increased system switching frequency

$SSOLFDWLRQV
 Onooard charger/PFC
 EV battery chargers
 Booster/DCo C converter
 Switch mode power supplies

7DEOH � .H\ SHU@RPDQFH DQG SDFNDJH SDUDPHWHUV

3DUW QXPEHU 'LH VL]H（: [ /）PP

S3M030120BJ 2.80 * 3.64

7\SH 9'6

,'6

(TC= 25℃,

Rth (j c ,max≤ 0.64 °C/W)

5'6�R �� W\S

(VGS = 18V, ID = 26A�8� 
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����9 6L& 3RZHU 026)(7
7DEOH RI FRQWHQWV

7DEOH RI FRQWHQWV

)HDWXUHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%HQHILWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$SSOLFDWLRQV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7DEOH RI FRQWHQWV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�、0D[LPXP UDWLQJV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLFV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� '\QDPLF FKDUDFWHULVWLFV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HLVWLFV ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������RQ

�H �F �X �PO
FKDUDFWH LVWLFV

����䀀FWHV䀀ࠀƈF��
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RHFULF�� LF
�V䀀怀������H

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LFULF ���� ��� 怀ƈ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LF
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����9 6L& 3RZHU 026)(7

�、0D[LPXP UDWLQJV

7DEOH � 0D[LPXP UDWLQJ (Tc = 25°C unless otherwise specified)

6\PERO 3DUDPHWHU 9DOXH 8QLW 7HVW &RQGLWLRQV 1RWH

VDS,max Drain source voltage 1200 V VGS = 0V, ID = 100μA

VGS,max Gate source voltage -8 /+22 V Absolute maximum values Note1

VGSpulse
Gate-source voltage,max.
transient voltage

-10 /+25 V tp≤0.5μs, D＜0.01

VGSop Gate source voltage -4 /+18 V Recommended operational values

ID Continuous drain current
65

A
VGS = 18V, TC= 25˚C

46 VGS = 18V, TC= 100˚C

ID(pulse) Pulsed drain current 176 A Pulse width tP=100μs limited by TJ,max

TJ ,Tstg
Operating Junction and storage
temperature

-55 to +175 ˚C

Note 1：when using MOSFET Body Diode VGS,max= -4 / +22V



6�0������%-

Datasheet 清纯半导体（宁波）有限公司 V01_00

http://www.sichainsemi.com 2026.07.28Page 4 of 12

����9 6L& 3RZHU 026)(7

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLFV

��� 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV

7DEOH � 6WDWLF FKDUDFWHULVWLFV (Tc = 25°C unless otherwise specified)

6\PERO 3DUDPHWHU 0LQ� 7\S� 0D[� 8QLW 7HVW &RQGLWLRQV 1RWH

V(BR)DSS Drain-source breakdown voltage 1200 - - V VGS = 0V, ID = 100μA

VGS(th) Gate threshold voltage
2.3 2.8 3.8 V VDS = VGS, ID = 9mA

Fig.11
- 2.2 - V

VDS = VGS, ID = 9mA
TJ= 175°C

IDSS Zero gate voltage drain current - 1 10 μA VDS = 1200V, VGS = 0V

IGSS Gate source leakage current - - 100 nA VGS = 18V, VDS = 0V

RDS(on)
Current drain-source
on-state resistance

- 35 50

mΩ

VGS = 15V, ID= 26A

Fig.4,5,
6

- 60 -
VGS = 15V, ID = 26A,
TJ= 175°C
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Qgs Gate source charge - 16 -

nC
VDS = 800V, VGS = -4/+1

S
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Figure 1. Output characteristics TJ= -55 ºC Figure 2. Output characteristics TJ = 25 ºC

����9 6L& 3RZHU 026)(7

�、(OHFWULFDO FKDUDFWHULVWLF GLDJUDPV

Figure 3. Output characteristics TJ= 175 ºC Figure 4. Normalized on-resistance vs. temperature

Figure 5. On-resistance vs. drain current

for various temperatures

Figure 6. On-resistance vs. temperature

for various gate voltages
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Figure 7. Transfer characteristic for

various junction temperatures
Figure 8. Body diode characteristic at TJ = -55 ºC

Figure 9. Body diode characteristic at TJ = 25 ºC Figure 10. Body diode characteristic at TJ = 175ºC

Figure 11. Threshold voltage vs. temperature Figure 12. Gate charge characteristic
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�、7HVW FRQGLWLRQV

Figure A. Definition of switching times Figure B. Dynamic test circuit

Figure C. Definition of body diode

switching characteristics
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